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(57)【要約】
【課題】従来のプローブカードでは、セラミック基板の
両面を高精度に形成しなければならない。
【解決手段】電子部品に電気信号を授受するための複数
のプローブを有するプローブユニット７と、プローブユ
ニット７が設けられた第１面１２ａを有し、且つ、前記
複数のプローブに電気的に接続する第１配線が設けられ
たプローブ基板５と、プローブ基板５の第１面１２ａ側
に設けられ、前記第１配線に電気的に接続する第２配線
を有するメイン基板３と、を有し、メイン基板３は、第
１面１２ａに対して平面視で、プローブユニット７を囲
む領域の外側に設けられている、ことを特徴とするプロ
ーブカード。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品に電気信号を授受するための複数のプローブと、
　前記複数のプローブが突出して設けられた第１面を有し、且つ、前記複数のプローブに
電気的に接続する第１配線が設けられたセラミック基板と、
　前記セラミック基板の前記第１面側に設けられ、前記第１配線に電気的に接続する第２
配線を有するメイン基板と、を有し、
　前記メイン基板は、前記第１面に対して平面視で、前記複数のプローブを囲む領域の外
側に設けられている、
　ことを特徴とするプローブカード。
【請求項２】
　前記第１配線は、インクジェット法で形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載のプローブカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プローブカード等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、プローブユニットとメイン基板との間にセラミック基板を挟持した構成を有
するプローブカードがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００７－５３８２６３号公報（第１６頁、図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載されたプローブカードでは、複数のプローブを有するプローブユ
ニットとしてのプローブチップと、メイン基板としてのマザーボードとの間に、セラミッ
ク基板であるＺブロック基板が挟持されている。このようなプローブユニットとメイン基
板との間にセラミック基板を挟持した構成では、セラミック基板のプローブユニット側の
面、及びセラミック基板のメイン基板側の面の両面の平坦性や平行度に高い精度が求めら
れる。セラミック基板の両面において高精度の平坦性や平行度を達成することによって、
プローブと検査対象との間の高精度な平行度を実現し得る。
  このように、従来のプローブカードでは、セラミック基板の両面を高精度に形成しなけ
ればならないという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］電子部品に電気信号を授受するための複数のプローブと、前記複数のプロ
ーブが突出して設けられた第１面を有し、且つ、前記複数のプローブに電気的に接続する
第１配線が設けられたセラミック基板と、前記セラミック基板の前記第１面側に設けられ
、前記第１配線に電気的に接続する第２配線を有するメイン基板と、を有し、前記メイン
基板は、前記第１面に対して平面視で、前記複数のプローブを囲む領域の外側に設けられ
ている、ことを特徴とするプローブカード。
【０００７】
　この適用例のプローブカードでは、セラミック基板の第１面に、複数のプローブと、メ
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イン基板とが設けられている。このため、セラミック基板の第１面とは反対側の面が、複
数のプローブと電子部品との間の平行度に影響することを避けやすくすることができる。
この結果、セラミック基板の両面を高精度に形成しなければならないことを避けやすくす
ることができる。
【０００８】
　［適用例２］上記のプローブカードであって、前記第１配線は、インクジェット法で形
成されている、ことを特徴とするプローブカード。
【０００９】
　この適用例では、第１配線がインクジェット法で形成されているので、例えば、フォト
リソグラフィー技術で形成する場合に比較して、マスクにかかる費用を削減することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態におけるプローブカードの概略の構成を説明する図。
【図２】本実施形態におけるメイン基板とプローブ基板とを示す斜視図。
【図３】本実施形態におけるメイン基板を示す平面図。
【図４】本実施形態におけるプローブ基板を示す底面図。
【図５】図１（ｂ）中のプローブ基板の拡大図。
【図６】図１（ｂ）中のプローブユニットの拡大図。
【図７】本実施形態におけるプローブ基板の製造方法を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施形態について説明する。
  本実施形態におけるプローブカード１は、平面図である図１（ａ）、及び図１（ａ）中
のＡ－Ａ線における断面図である図１（ｂ）に示すように、メイン基板３と、プローブ基
板５と、プローブユニット７と、を有している。
  メイン基板３は、図１（ｂ）に示すように、互いに対向する第１面１１ａと、第２面１
１ｂとを有している。メイン基板３には、第１面１１ａと第２面１１ｂとの間を貫通する
開口部１３が設けられている。
【００１２】
　プローブ基板５は、互いに対向する第１面１２ａと、第２面１２ｂとを有している。プ
ローブ基板５は、メイン基板３の第２面１１ｂ側に設けられており、且つ開口部１３に重
なる領域に設けられている。本実施形態では、プローブ基板５の第１面１２ａが、メイン
基板３の第２面１１ｂ側に向けられている。また、本実施形態では、プローブ基板５は、
セラミック基板８１とセラミック基板８２とを積層した構成を有している。セラミック基
板８１及びセラミック基板８２のうち、セラミック基板８１の方がメイン基板３側に設け
られている。また、セラミック基板８２が、セラミック基板８１のメイン基板３側とは反
対側に設けられている。なお、第１面１２ａは、セラミック基板８１の面である。また、
第２面１２ｂは、セラミック基板８２の面である。
【００１３】
　また、本実施形態では、プローブ基板５は、開口部１３の広さよりも広い大きさを有し
ている。そして、プローブ基板５は、メイン基板３の第２面１１ｂ側から開口部１３を覆
っている。
  メイン基板３とプローブ基板５とは、図２に示すように、互いに重なる領域１５を有し
ている。
  プローブユニット７は、図１（ｂ）に示すように、プローブ基板５の第１面１２ａ（メ
イン基板３側）に設けられており、且つ開口部１３に重なる領域に設けられている。本実
施形態では、プローブユニット７は、開口部１３の広さよりも狭い大きさを有している。
そして、プローブユニット７は、平面視で、開口部１３の領域内に収まっている。つまり
、メイン基板３は、プローブユニット７を囲む領域の外側に設けられている。



(4) JP 2012-242197 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

【００１４】
　メイン基板３は、平面図である図３に示すように、第２面１１ｂに、複数の配線パター
ン２１ａと、複数の配線パターン２１ｂと、を有している。複数の配線パターン２１ａは
、それぞれ、パッド２３と、配線部２５と、パッド２７と、を有している。また、複数の
配線パターン２１ｂも、それぞれ、パッド２３と、配線部２５と、パッド２７と、を有し
ている。
  複数の配線パターン２１ａと複数の配線パターン２１ｂとは、開口部１３を挟んで互い
に対峙する位置に設けられている。
【００１５】
　複数のパッド２３は、それぞれ、領域１５の外側に設けられている。複数のパッド２３
は、それぞれ、後述するプローブ装置との電気的な接点となる。
  複数のパッド２７は、それぞれ、領域１５の内側に設けられている。複数のパッド２７
は、それぞれ、後述するプローブ基板５の配線パターンとの電気的な接点となる。
  複数の配線部２５は、それぞれ、領域１５の外側から領域１５の内側に延在している。
各配線部２５は、各パッド２３と各パッド２７とを電気的に接続している。
【００１６】
　ここで、複数の配線パターン２１ａにおいて、複数のパッド２７は、パッド列２９ａと
パッド列２９ｂとの２列に配列している。また、複数の配線パターン２１ｂにおいても、
複数のパッド２７は、パッド列２９ａとパッド列２９ｂとの２列に配列している。
  パッド列２９ａは、パッド列２９ｂよりも開口部１３側に設けられている。パッド列２
９ｂは、パッド列２９ａの開口部１３側とは反対側に設けられている。以下において、複
数のパッド２７を、パッド列２９ａ及びパッド列２９ｂごとに区別する場合、パッド列２
９ａに属するパッド２７がパッド２７ａと表記され、パッド列２９ｂに属するパッド２７
がパッド２７ｂと表記される。
【００１７】
　プローブ基板５は、底面図である図４に示すように、複数の配線パターン３１ａと、複
数の配線パターン３１ｂと、を有している。複数の配線パターン３１ａと、複数の配線パ
ターン３１ｂとは、それぞれ、セラミック基板８１に設けられている。
  複数の配線パターン３１ａは、それぞれ、パッド３３と、配線部３５と、パッド３７と
、を有している。また、複数の配線パターン３１ｂも、それぞれ、パッド３３と、配線部
３５と、パッド３７と、を有している。
  複数の配線パターン３１ａと複数の配線パターン３１ｂとは、互いに対峙する位置に設
けられている。
【００１８】
　複数のパッド３３は、それぞれ、開口部１３（図２）に重なる領域である領域３８の外
側に設けられている。複数のパッド３３は、それぞれ、メイン基板３のパッド２７（図３
）との電気的な接点となる。
  複数のパッド３７は、図４に示すように、それぞれ、領域３８の内側に設けられている
。複数のパッド３７は、それぞれ、後述するプローブユニット７との電気的な接点となる
。
  複数の配線部３５は、それぞれ、領域３８の外側から領域３８の内側に延在している。
各配線部３５は、各パッド３３と各パッド３７とを電気的に接続している。
【００１９】
　ここで、複数の配線パターン３１ａにおいて、複数のパッド３３は、パッド列３９ａと
パッド列３９ｂとの２列に配列している。また、複数の配線パターン３１ｂにおいても、
複数のパッド３３は、パッド列３９ａとパッド列３９ｂとの２列に配列している。
  パッド列３９ａは、パッド列３９ｂよりも領域３８側に設けられている。パッド列３９
ｂは、パッド列３９ａの領域３８側とは反対側に設けられている。以下において、複数の
パッド３３を、パッド列３９ａ及びパッド列３９ｂごとに区別する場合、パッド列３９ａ
に属するパッド３３がパッド３３ａと表記され、パッド列３９ｂに属するパッド３３がパ
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ッド３３ｂと表記される。
【００２０】
　なお、パッド列３９ａは、メイン基板３のパッド列２９ａに対応している。また、パッ
ド列３９ｂは、メイン基板３のパッド列２９ｂに対応している。つまり、プローブ基板５
のパッド列３９ａに属するパッド３３ａと、メイン基板３のパッド列２９ａに属するパッ
ド２７ａとが、互いに電気的に接続される。また、プローブ基板５のパッド列３９ｂに属
するパッド３３ｂと、メイン基板３のパッド列２９ｂに属するパッド２７ｂとが、互いに
電気的に接続される。
  以下において、複数の配線部３５を、パッド列３９ａ及びパッド列３９ｂごとに区別す
る場合、パッド列３９ａに対応する配線部３５が配線部３５ａと表記され、パッド列３９
ｂに対応する配線部３５が配線部３５ｂと表記される。つまり、配線部３５ａは、パッド
列３９ａに属するパッド３３ａにつながっている。また、配線部３５ｂは、パッド列３９
ｂに属するパッド３３ｂにつながっている。
【００２１】
　また、複数のパッド３７を、パッド列３９ａ及びパッド列３９ｂごとに区別する場合、
パッド列３９ａに対応するパッド３７がパッド３７ａと表記され、パッド列３９ｂに対応
するパッド３７がパッド３７ｂと表記される。つまり、パッド３７ａは、配線部３５ａを
介してパッド３３ａにつながっている。また、パッド３７ｂは、配線部３５ｂを介してパ
ッド３３ｂにつながっている。
  なお、本実施形態では、複数の配線部３５は、図１（ｂ）中のプローブ基板５の拡大図
である図５に示すように、セラミック基板８１の第１面１２ａとは反対側の面８１ａ（第
１面１２ａの裏面）に設けられている。このため、図４では、配線部３５が、破線で図示
されている。そして、パッド３３と配線部３５とは、図５に示すように、セラミック基板
８１に設けられたビア配線４１ａを介してつながっている。また、パッド３７と配線部３
５とも、セラミック基板８１に設けられたビア配線４１ｂを介してつながっている。ビア
配線４１ａ及びビア配線４１ｂは、それぞれ、セラミック基板８１の第１面１２ａと、第
１面１２ａの裏面である面８１ａとの間を貫通して設けられている。
【００２２】
　プローブユニット７は、図１（ｂ）中のプローブユニット７の拡大図である図６に示す
ように、複数のプローブ５１と、保持板５３と、を有している。プローブ５１は、プロー
ブ基板５のパッド３７（図４）に対応して設けられている。なお、本実施形態では、プロ
ーブ５１として、垂直型のプローブピンが採用されている。
  複数のプローブ５１は、図６に示すように、保持板５３に保持されており、一端側の端
部５１ａが保持板５３のプローブ面５５ａから突出している。複数のプローブ５１は、そ
れぞれ、端部５１ａ側とは反対側の他端側が保持板５３に挿入されている。各プローブ５
１の他端側の端部５１ｂは、保持板５３のプローブ面５５ａとは反対側の面である接続面
５５ｂに設けられたパッド５７に接続されている。このため、パッド５７と端部５１ａと
の間が、電気的に導通している。
  パッド５７は、プローブ基板５のパッド３７との電気的な接点となる。また、パッド５
７は、プローブ５１に対応して設けられている。
【００２３】
　本実施形態では、メイン基板３の各パッド２７ａ（図３）と、プローブ基板５の各パッ
ド３３ａ（図４）とが、はんだによって導通接続されている。また、メイン基板３の各パ
ッド２７ｂ（図３）と、プローブ基板５の各パッド３３ｂ（図４）とも、はんだによって
導通接続されている。
  また、本実施形態では、プローブ基板５の各パッド３７（図４）と、プローブユニット
７の各パッド５７とが、はんだによって導通接続されている。
  上記により、メイン基板３の各パッド２３と、プローブ５１とが、メイン基板３の配線
パターン２１ａや配線パターン２１ｂ、プローブ基板５の配線パターン３１ａや配線パタ
ーン３１ｂ、プローブユニット７のパッド５７を介して導通している。
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  なお、プローブカード１において、複数のプローブ５１は、図１に示すように、メイン
基板３の第１面１１ａよりも、第２面１１ｂ側とは反対側に突出している。
【００２４】
　上記の構成を有するプローブカード１は、図示しないプローブ装置に適用され得る。
  プローブ装置は、例えば半導体装置などの電子デバイスの電気的な特性を確認するため
の装置である。プローブ装置では、半導体装置などの電子デバイスの電気的な特性を、ウ
エハー単位で確認することができる。プローブ装置では、ウエハーに形成されているパッ
ドにプローブカード１のプローブ５１を接触させた状態で、電子デバイスの電気的な特性
を確認することができる。
  このプローブ装置では、プローブカード１を介してプローブ装置とウエハーとの間で、
電気信号が授受される。プローブカード１を介して授受される電気信号を確認することに
よって、電子デバイスの電気的な特性が確認される。
【００２５】
　プローブ基板５の製造方法について説明する。
  プローブ基板５の製造では、まず、図７（ａ）に示すように、グリーンシート６１にス
ルーホール６３ａ、及びスルーホール６３ｂを形成する。スルーホール６３ａ、及びスル
ーホール６３ｂは、それぞれ、パンチャー法やレーザー加工法などによって形成され得る
。
  本実施形態では、グリーンシート６１として、ガラス系セラミックが採用されている。
グリーンシート６１は、ガラスセラミック粉末やバインダー等を含むガラスセラミック組
成物からなるシートである。
【００２６】
　ガラスセラミック粉末は、０．１μｍ～５μｍの平均粒径を有する粉末であり、例えば
アルミナやフォルステライト等のセラミック粉末にホウ珪酸系ガラスを混合したガラス複
合セラミックなどが採用され得る。また、ガラスセラミック粉末としては、ＺｎＯ－Ｍｇ
Ｏ－Ａｌ2Ｏ3－ＳｉＯ2系の結晶化ガラスを用いた結晶化ガラスセラミック、ＢａＯ－Ａ
ｌ2Ｏ3－ＳｉＯ2系セラミック粉末やＡｌ2Ｏ3－ＣａＯ－ＳｉＯ2－ＭｇＯ－Ｂ2Ｏ3系セラ
ミック粉末等も採用され得る。
  なお、グリーンシート６１は、ガラス系セラミックに限定されず、非ガラス系セラミッ
クも採用され得る。
  バインダーは、ガラスセラミック粉末の結合剤としての機能を有し、後述する焼成工程
で分解して容易に除去できる有機高分子である。バインダーとしては、例えばブチラール
系、アクリル系、セルロース系等のバインダー樹脂などが採用され得る。また、バインダ
ーとしては、例えばアジピン酸エステル系可塑剤、ジオクチルフタレート（ＤＯＰ）、ジ
ブチルフタレート（ＤＢＰ）フタル酸エステル系可塑剤、グリコールエステル系可塑剤等
の可塑剤を含有したものも採用され得る。
【００２７】
　スルーホール６３ａ及びスルーホール６３ｂの形成に次いで、図７（ｂ）に示すように
、スルーホール６３ａ及びスルーホール６３ｂのそれぞれに、導電ペースト６５を充填す
る。導電ペースト６５は、導電性を有する金属を含有するペーストである。
  導電ペースト６５の充填に次いで、図７（ｃ）に示すように、金属粒子を含む液状体６
７をグリーンシート６１に塗布することによって、グリーンシート６１に液状体６７で描
画パターン６９を形成する。
  描画パターン６９の描画には、吐出ヘッド７１を利用したインクジェット法が活用され
得る。
  吐出ヘッド７１から液状体６７を液滴６７ａとして吐出する技術は、インクジェット技
術と呼ばれる。そして、インクジェット技術を活用して液状体６７などを所定の位置に配
置する方法は、インクジェット法と呼ばれる。このインクジェット法は、塗布法の１つで
ある。
【００２８】
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　本実施形態では、液状体６７は、水系分散媒と、金属粒子と、バインダーと、を含んで
いる。
  水系分散媒とは、水を主成分とする液体である。水系分散媒において、水の含有率は、
７０ｗｔ％以上であることが好ましく、９０ｗｔ％以上であることがより好ましい。
  水系分散媒を構成する成分としては、例えば、水、メタノール、エタノール、ブタノー
ル、プロパノール、イソプロパノール等のアルコール系溶媒、１，４－ジオキサン、テト
ラヒドロフラン（ＴＨＦ）等のエーテル系溶媒、ピリジン、ピラジン、ピロール等の芳香
族複素環化合物系溶媒、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
セトアミド（ＤＭＡ）等のアミド系溶媒、アセトニトリル等のニトリル系溶媒、アセトア
ルデヒド等のアルデヒド系溶媒等が挙げられ、これらのうち、１種または２種以上を組み
合わせて用いることができる。
  また、液状体６７における水系分散媒の含有率は、２５ｗｔ％以上６０ｗｔ％以下であ
ることが好ましく、３０ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下であることがより好ましい。これによ
り、液状体６７の粘度を好適なものとしつつ、分散媒の揮発による粘度の変化を少ないも
のとすることができる。
【００２９】
　金属粒子は、形成される描画パターン６９の主成分であり、描画パターン６９の導電性
を確保する成分である。金属粒子は、液状体６７中において分散している。金属粒子とし
ては、導電性を有するものであれば特に限定されない。本実施形態では、金属粒子として
銀の粒子が採用されている。
  銀粒子の平均粒径は、１ｎｍ以上２００ｎｍ以下であるのが好ましく、１０ｎｍ以上１
００ｎｍ以下であるのがより好ましい。粒径が１ｎｍ以下となった場合、粒子同士の凝集
による、経時的な粒径の変化が生じてしまう。また、粒径が２００ｎｍ以上となると粒子
の沈降が生じるため、吐出ヘッド７１から安定的に液滴６７ａを吐出することが困難にな
る。なお、本実施形態では、「平均粒径」とは、特に断りのない限り、体積基準の平均粒
径のことを指すものとする。
【００３０】
　バインダーは、液状体６７によって形成された描画パターン６９を乾燥（脱分散媒）さ
せた際に、描画パターン６９にクラックが発生するのを防止する。
  バインダーとしては、特には限定されないが、例えば、ポリエチレングリコール＃２０
０（重量平均分子量２００）、ポリエチレングリコール＃３００（重量平均分子量３００
）、ポリエチレングリコール＃４００（重量平均分子量４００）、ポリエチレングリコー
ル＃６００（重量平均分子量６００）、ポリエチレングリコール＃１０００（重量平均分
子量１０００）、ポリエチレングリコール＃１５００（重量平均分子量１５００）、ポリ
エチレングリコール＃１５４０（重量平均分子量１５４０）、ポリエチレングリコール＃
２０００（重量平均分子量２０００）等のポリエチレングリコール、ポリビニルアルコー
ル＃２００（重量平均分子量：２００）、ポリビニルアルコール＃３００（重量平均分子
量：３００）、ポリビニルアルコール＃４００（重量平均分子量：４００）、ポリビニル
アルコール＃６００（重量平均分子量：６００）、ポリビニルアルコール＃１０００（重
量平均分子量：１０００）、ポリビニルアルコール＃１５００（重量平均分子量：１５０
０）、ポリビニルアルコール＃１５４０（重量平均分子量：１５４０）、ポリビニルアル
コール＃２０００（重量平均分子量：２０００）等のポリビニルアルコール、ポリグリセ
リン、ポリグリセリンエステル等のポリグリセリン骨格を有するポリグリセリン化合物が
挙げられ、これらのうち１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。また、
ポリグリセリンエステルとしては、例えば、ポリグリセリンのモノステアレート、トリス
テアレート、テトラステアレート、モノオレエート、ペンタオレエート、モノラウレート
、モノカプリレート、ポリシノレート、セスキステアレート、デカオレエート、セスキオ
レエート等が挙げられる。
  また、液状体６７中のバインダーの含有率は、１ｗｔ％以上３０ｗｔ％以下であるのが
好ましく、５ｗｔ％以上２０ｗｔ％以下であるのがより好ましい。これにより、クラック
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の発生をより効果的に防止することができる。
【００３１】
　描画パターン６９の描画に次いで、図７（ｄ）に示すように、グリーンシート６１の面
８１ａ上にグリーンシート７３を積層することによって、積層体７５を形成する。本実施
形態では、グリーンシート７３として、グリーンシート６１と同様のセラミック材料が採
用されている。
  次いで、積層体７５を焼成する。このとき、例えば、ベルト炉などによって積層体７５
を焼成する。積層体７５を焼成することによって、グリーンシート６１は、図５に示すセ
ラミック基板８１となる。また、積層体７５を焼成することによって、グリーンシート７
３は、セラミック基板８２（図５）となる。また、描画パターン６９は、これを構成する
金属粒子が焼結して配線パターン３１ａ及び配線パターン３１ｂ（図４）となる。また、
導電ペースト６５は、ビア配線４１ａ及びビア配線４１ｂ（図５）となる。つまり、積層
体７５が焼成されることで、この積層体７５は、図５に示すプローブ基板５となる。
【００３２】
　ここで、積層体７５の焼成温度としては、グリーンシート６１やグリーンシート７３中
に含まれるガラスの軟化点以上とするのが好ましく、具体的には、６００℃以上９００℃
以下とするのが好ましい。また、焼成条件としては、適宜な速度で温度を上昇させ、かつ
下降させるようにし、さらに、最大加熱温度、すなわち６００℃以上９００℃以下の温度
では、その温度に応じて適宜な時間保持するようにする。
  このようにガラスの軟化点以上の温度、すなわち６００℃以上９００℃以下の温度範囲
にまで温度を上げることにより、得られるセラミック基板８１及びセラミック基板８２の
ガラス成分を軟化させることができる。したがって、その後常温にまで冷却し、ガラス成
分を硬化させることにより、プローブ基板５を構成するセラミック基板８１と配線パター
ン３１ａ及び配線パターン３１ｂとの間がより強固に固着するようになる。
  このように製造されたプローブ基板５では、配線パターン３１ａ及び配線パターン３１
ｂやセラミック基板３０などに亀裂が発生することを低く抑えることができる。この結果
、プローブ基板５の品質や信頼性を向上させやすくすることができる。
【００３３】
　本実施形態において、セラミック基板８１がセラミック基板に対応し、配線パターン３
１ａ及び配線パターン３１ｂのそれぞれが第１配線に対応し、配線パターン２１ａ及び配
線パターン２１ｂのそれぞれが第２配線に対応している。
  本実施形態では、プローブ基板５の第１面１２ａ側に、メイン基板３とプローブユニッ
ト７とが設けられている。このため、プローブ基板５の第１面１２ａとは反対側の面であ
る第２面１２ｂが、プローブユニット７と電子部品との間の平行度に影響することを避け
やすくすることができる。この結果、プローブ基板５の両面を高精度に形成しなければな
らないことを避けやすくすることができる。
  また、本実施形態では、配線パターン３１ａ及び配線パターン３１ｂのそれぞれがイン
クジェット法で形成されているので、例えば、フォトリソグラフィー技術で形成する場合
に比較して、マスクにかかる費用を削減することができる。
【符号の説明】
【００３４】
　１…プローブカード、３…メイン基板、５…プローブ基板、７…プローブユニット、１
１ａ…第１面、１１ｂ…第２面、１２ａ…第１面、１２ｂ…第２面、１３…開口部、１５
…領域、２１ａ，２１ｂ…配線パターン、２３…パッド、２５…配線部、２７，２７ａ，
２７ｂ…パッド、３０…セラミック基板、３１ａ，３１ｂ…配線パターン、３３，３３ａ
，３３ｂ…パッド、３５…配線部、３５ａ，３５ｂ…配線部、３７，３７ａ，３７ｂ…パ
ッド、３８…領域、４１ａ，４１ｂ…ビア配線、５１…プローブ、５７…パッド、６１…
グリーンシート、６３ａ，６３ｂ…スルーホール、６５…導電ペースト、６７…液状体、
６７ａ…液滴、６９…描画パターン、７１…吐出ヘッド、７３…グリーンシート、７５…
積層体、８１…セラミック基板、８２…セラミック基板。
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